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Banc de caractérisation Raman/Photolum N

Laser :
- 325 nm
— = 633 nm
0
Lobj DM
Diffusion Raman

Spectromeétre

Platine XYZ 8 pouces

* Raman visible - Si, SiC, GaN, AlGaN, Diamant et AIN

* Raman UV - Analyse en surface (- de 100 nm)

* up-Raman - Spot<1 pum

* Platine XYZ 8 pouces = Résolution de déplacement < 1 um




LAAS

Contexte EtESA

> Cartographie Raman
> Localisation de déefauts
> Analyse de construction




LAAS

Localisation Raman face arriere cNRS
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Analyse face avant f , e

Préparation de I'échantillon
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